DENEY NO:2
BJT’li Yiikseltecin Darbe TepKisi
v’ VYiikselticini girisine uygulanan isaretin seklini bozmadan yapilan yiikseltmeye lineer
yiikseltme denir. Baska bir deyisle lineer darbe yiikseltmesi, ¢ikis darbesine giris
darbesinin oraninin her daim ayn1 olmasidir.
e Bu kosul her zaman saglanamadigindan, ¢ikis isareti, devrenin lineer olmasina
ragmen ideal darbeden ¢esitli farkliliklar icerecektir.
e S0z konusu farkliliklarin, yani bozulmalarin nedenleri devrenin i¢ kapasiteleri ve
devreye disaridan baglanan baglama ve kopriileme kondansatorleridir.
e Yiiksek degerli kondansatorler alg¢ak frekans bolgesinde diisiik degerli
kondansatorler ve i¢ kapasiteler yiiksek frekans bolgelerinde bozucu etki yaparlar.

» Deneye baslamadan once darbe seklindeki ¢esitli bozulmalari incelemekte yarar
vardir.

» Basamak giris isareti icin devrenin ¢ikisi bilinecek olursa kare dalga ve darbe girisi
i¢inde sistemin ¢ikisi belirlenmis olur.

» Devrenin girigine ideal bir darbe uygulandigini varsayalim. Bu durumda ¢ikistaki
darbede birtakim farkliliklar olusacaktir. Simdi bu farkliliklar1 sekil-6 tlizerinde

tanimlayalim:
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¢ Yiikselme Siiresi

t. ile ifade edilen ve darbenin t-->sonsuz aninda alacagi degerin %10'undan %90'nma
kadar gegen siiredir.

e Gecikme

Giris darbesinin %50'sine eristigi an ile ¢ikis darbesinin %50'sine eristigi an arasinda
gecen stiredir ve tg ile gosterilir.

e (Cinlama

Darbenin t-->c0 olarak alacagi degerin % olarak asumidir ve sekilde B ile gosterilmistir.
e Darbe iist egilmesi

Ik gerilim sicramasina gore t=Ty aminda meydana gelen % olarak diisiimdiir. Sekilde F
olarak gésterilmistir.




Kullanilacak Matervaller:

e 2N2222A -2 adet

e R;=540kQ
e R;=180kQ
e R:=10kQ

o Rpg=2.7kQ
o Cg=33uF

e Cy=1nF

o Cz =1uF

e Ry=15kQ

e Not: Verilen malzemeler kurulacak devre i¢in standart sayidadir. Aldiginiz
malzemelerin bozuk ¢ikma veya deney esnasinda yanabilme ihtimallerine karsin
yedeklerini de satin almay1 ihmal etmeyiniz.

e Not: Transistorler, Entegreler ve Potansiyometreler deney sirasinda kolay yanabilen
elemanlardir.

On Hazirhk:

1) BC-237 ve NPN “2N2222A” transistoriiniin katalogunu arastiriniz ve bacak
baglantilarini ¢iziniz.

BC-237 2N2222A




2) BC-237 ve NPN “2N2222A” transistorleri igin asagida istenenleri kenarlardaki

bosluklara yaziniz.
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3) Asagida gosterilen devreyi bir elektronik simiilasyon programi ile gergekleyiniz ve
simiilasyonda elde ettiginiz degerleri not ediniz. (Kazang, alt kesim frekanslari, iist
kesim frekanslari, %F, %B, AV, Vgg, Vcg, Vg, I, lc, I, gibi ). Yaptiginiz
simiilasyonun devre ¢iziminin ve simiilasyon sonuglarinin ¢iktilarini alip yaninizda
getiriniz.(Simiilasyon sirasinda devre girisine maksimum 1V genlikli kare dalga
uygulayimiz. Genlik degerini degistirerek simiilasyonu tekrarlayiniz.)

o +VCC'=15\J




4) Simiile ettiginiz devredeki elemanlarin degerlerini degistirerek ¢esitli simiilasyonlar
yapiniz ve hangi devre elemaninin devreye ne gibi etkileri oldugunu yaziniz. (Bu
adimda yaptiginiz simiilasyonlarin ¢iktilarini almaniza ve yaninizda getirmenize gerek
yoktur. Sadece devre elemanlarinin devreye etkilerini yazmaniz yeterlidir.)

5) Kondansatorlerin yiiksek frekanslardaki ve algak frekanslardaki 6zelliklerini goz
ontlinde bulundurarak devrenin yiiksek frekans ve algak frekans es deger modelini

cikariniz.




6) Sekilde verilen transistorlu yiikselticide Ry direncinin uglarinda kirpilmasiz, tepeden
tepeye 10 V ‘luk bir gerilim elde edilebilmesi, devrenin giris direncinin RI > 5kQ
ve ¢alisma noktasindaki kolektdr akimi degerinin ICQ =0.95mA olmasi istenmektedir.
Buna gore Rj, Ry, R¢ ve Re direnglerinin degerlerini, transistoriin calisma noktasindaki
akim ve gerilim degerlerini hesaplayiniz. Hesaplanan elemen degerleriyle s6z konusu
devreyi kondansatdrler olmaksizin kurunuz. Elektronik voltmetreyle Veg , Veg, Vco
gerilimlerini Ol¢iip hesap sonuglariyla karsilagtiriniz. (Verilen degerler icin
simiilasyon da yapimz ve degistirilmesi deney sirasinda istenen degerler icin
degistirilmesi gerekecek devre elemanlarini da tedarik ediniz.)




Deney Adimlari:
1) Sekildeki devreyi kurunuz.

e Devrenin girisine 1 VVolt kare dalga uygulayiniz.

2) Devrenin alt kesim ve {ist kesim frekanslarini belirleyiniz ve asagidaki grafigi ve
tabloyu sayisal verilerinizle doldurunuz.
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3) Asagidaki grafikleri sayisal verilerinizle doldurunuz. Baska bir deyisle diisiik
frekanslarda ve yiiksek frekanslarda yiikseltecin darbeye tepki sinyallerini elde ediniz

ve %F, %B degerleri bulunuz.
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4) C1 ve C2 kondansatorlerinin degerini degistirerek ¢ikista nasil bir degisim oldugunu

gozlemleyiniz

5) 0dB ve -3dB kavramlarinin devre agisindan 6nemi nedir belirtiniz.




